
S-8253C/Dシリーズ

www.sii-ic.com 
2セル／3セル直列用バッテリー保護IC

© Seiko Instruments Inc., 2008-2010 Rev.2.0_00 
 

セイコーインスツル株式会社 1

S-8253C/Dシリーズは、高精度電圧検出回路と遅延回路を内蔵した2セル直列あるいは3セル直列用リチウムイオン二次

電池保護用ICです。 
リチウムイオン二次電池パックの過充電、過放電、過電流の保護に最適なICです。 

 

 特長 

（1） 各セルに対する高精度電圧検出機能 
・過充電検出電圧 n（n = 1～3）3.9 V～4.4 V（50 mV ステップ） 精度 ±25 mV 
・過充電解除電圧 n（n = 1～3）3.8 V～4.4 V*1 精度 ±50 mV 
・過放電検出電圧 n（n = 1～3）2.0 V～3.0 V（100 mV ステップ） 精度 ±80 mV 
・過放電解除電圧 n（n = 1～3）2.0 V～3.4 V*2 精度 ±100 mV 

（2） 3 段階の過電流検出機能（負荷短絡を含む） 
・過電流検出電圧 1 0.05 V～0.30 V（50 mV ステップ） 精度 ±25 mV 
・過電流検出電圧 2 0.5 V（固定） 
・過電流検出電圧 3 1.2 V（固定） 

（3） 各種遅延時間（過充電、過放電、過電流）は内蔵回路のみで実現（外付け容量は不要） 
（4） コントロール端子による充放電禁止が可能 
（5） 0 V 電池への充電機能「可能」／「禁止」の選択可能 
（6） 高耐圧デバイス 絶対最大定格 26 V 
（7） 広動作電圧範囲 2 V～24 V 
（8） 広動作温度範囲 −40°C～+85°C 
（9） 低消費電流 

・動作時 28 μA max.（+25°C） 
・パワーダウン時 0.1 μA max.（+25°C） 

（10）鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー
*3  

 
*1. 過充電解除電圧 = 過充電検出電圧 − 過充電ヒステリシス電圧 

（過充電ヒステリシス電圧n（n = 1～3）は、0 Vまたは0.1 V～0.4 Vの範囲内から50 mVステップで選択可能） 
*2. 過放電解除電圧 = 過放電検出電圧 + 過放電ヒステリシス電圧 

（過放電ヒステリシス電圧n（n = 1～3）は、0 Vまたは0.2 V～0.7 Vの範囲内から100 mVステップで選択可能） 
*3. 詳細は「  品目コードの構成」を参照してください。 

 

 用途 

・リチウムイオン二次電池パック 
・リチウムポリマー二次電池パック 

 

 パッケージ 

・8-Pin TSSOP 
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 ブロック図 

1. S-8253Cシリーズ 
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備考 図中のダイオードは、すべて寄生ダイオードです。 

図1 
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2. S-8253Dシリーズ 
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備考 図中のダイオードは、すべて寄生ダイオードです。 

図2 
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 品目コードの構成 

1. 製品名 

1. 1 環境コード = U, S 

 
S-8253  x  xx  −  T8T1  x 

環境コード 
 U ：鉛フリー（Sn 100%）、ハロゲンフリー 
 S ：鉛フリー、ハロゲンフリー 
 
パッケージ略号とICの梱包仕様

*1 
 T8T1 ：8-Pin TSSOP、テープ品 
 
追番

*2 
 AA～ZZまで順次設定 
 
製品シリーズ名 
 C ：2セル 
 D ：3セル 

 
 
*1. テープ図面を参照してください。 
*2. 「3. 製品名リスト」を参照してください。 

 
1. 2 環境コード = G 

 
S-8253  x  xx  −  T8T1  G  Z 

固定 
 
環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
パッケージ略号とICの梱包仕様

*1 
 T8T1 ：8-Pin TSSOP、テープ品 
 
追番

*2 
 AA～ZZまで順次設定 
 
製品シリーズ名 
 C ：2セル 
 D ：3セル 

 
 
*1. テープ図面を参照してください。 
*2. 「3. 製品名リスト」を参照してください。 

 
 

2. パッケージ 

図面コード 
パッケージ名 

パッケージ図面 テープ図面 リール図面 
環境コード = G, S FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-SD 8-Pin TSSOP 
環境コード = U FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-S1 
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3. 製品名リスト 

表1 S-8253Cシリーズ（2セル直列用） 

製品名／項目 
過充電検出電圧 

[VCU] 
過充電解除電圧

[VCL] 
過放電検出電圧

[VDL] 
過放電解除電圧

[VDU] 
過電流検出電圧1 

[VIOV1] 
0 V電池への

充電機能 
S-8253CAA-T8T1  4.350 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.300 ±0.025 V 可能 
S-8253CAD-T8T1  4.250 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.120 ±0.025 V 可能 
S-8253CAH-T8T1  4.350 ±0.025 V 4.150 ±0.050 V 2.30 ±0.080 V 2.30 ±0.080 V 0.090 ±0.025 V 可能 
S-8253CAI-T8T1  4.250 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.200 ±0.025 V 可能 
 
 

表2 S-8253Dシリーズ（3セル直列用） 

製品名／項目 
過充電検出電圧 

[VCU] 
過充電解除電圧

[VCL] 
過放電検出電圧

[VDL] 
過放電解除電圧

[VDU] 
過電流検出電圧1 

[VIOV1] 
0 V電池への

充電機能 
S-8253DAA-T8T1  4.350 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.300 ±0.025 V 可能 
S-8253DAB-T8T1  4.300 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.70 ±0.080 V 3.00 ±0.100 V 0.200 ±0.025 V 禁止 
S-8253DAD-T8T1y 4.250 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.120 ±0.025 V 可能 
S-8253DAI-T8T1  4.350 ±0.025 V 4.150 ±0.050 V 2.20 ±0.080 V 2.40 ±0.100 V 0.160 ±0.025 V 可能 
S-8253DAK-T8T1y 4.350 ±0.025 V 4.050 ±0.050 V 2.40 ±0.080 V 2.70 ±0.100 V 0.300 ±0.025 V 可能 
 
備考 1. ：GZまたはU 
  y：SまたはU 
 2. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。 
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 ピン配置図 

 表3 S-8253Cシリーズ 

 端子番号 端子記号 端子内容 
 

1 DOP 
放電制御用FETゲート接続端子 
（CMOS出力） 

 

 DOP 
COP 
VMP 
CTL 

VDD 
VC1 
VC2 
VSS 

8-Pin TSSOP 
Top view 

1 
2 
3 
4 

8 
7 
6 
5  

 
2 COP 

充電制御用FETゲート接続端子 
（Nchオープンドレイン出力） 

図3  
3 VMP 

VDD－VMP間の電圧検出端子 
（過電流検出端子） 

  

4 CTL 

充放電制御信号の入力端子、テスト時間短縮用端子 
（L：通常動作、 
 H：充放電禁止、 
 M（VDD × 1 / 2）：テスト時間短縮） 

  5 VSS 負電源入力端子、バッテリー2の負電圧接続端子 
  6 VC2 無接続

*1 
  7 VC1 バッテリー1の負電圧、バッテリー2の正電圧接続端子

  8 VDD 正電源入力端子、バッテリー1の正電圧接続端子 
  *1. 無接続は電気的にオープンを示します。そのため、VDDまたはVSSに接続して

も問題ありません。 
備考 形状については「外形寸法図」を参照してください。 

 
  表4 S-8253Dシリーズ 

  端子番号 端子記号 端子内容 
  

1 DOP 
放電制御用FETゲート接続端子 
（CMOS出力） 

  
2 COP 

充電制御用FETゲート接続端子 
（Nchオープンドレイン出力） 

  
3 VMP 

VDD－VMP間の電圧検出端子 
（過電流検出端子） 

  

4 CTL 

充放電制御信号の入力端子、テスト時間短縮用端子 
（L：通常動作、 
 H：充放電禁止、 
 M（VDD × 1 / 2）：テスト時間短縮） 

  5 VSS 負電源入力端子、バッテリー3の負電圧接続端子 
  6 VC2 バッテリー2の負電圧、バッテリー3の正電圧接続端子

  7 VC1 バッテリー1の負電圧、バッテリー2の正電圧接続端子

  8 VDD 正電源入力端子、バッテリー1の正電圧接続端子 
  備考 形状については「外形寸法図」を参照してください。 
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 絶対最大定格 

表5 
（特記なき場合：Ta = 25°C）

項目 記号 適用端子 絶対最大定格 単位

VDD－VSS間入力電圧 VDS ⎯ VSS−0.3～VSS+26 V 
入力端子電圧 VIN VC1, VC2 VSS−0.3～VDD+0.3 V 
VMP入力端子電圧 VVMP VMP VSS−0.3～VSS+26 V 
DOP出力端子電圧 VDOP DOP VSS−0.3～VDD+0.3 V 
COP出力端子電圧 VCOP COP VSS−0.3～VVMP+0.3 V 
CTL入力端子電圧 VIN_CTL CTL VSS−0.3～VDD+0.3 V 

300（基板未実装時） mW
許容損失 PD ⎯ 

700*1 mW
動作周囲温度 Topr ⎯ −40～+85 °C 
保存温度 Tstg ⎯ −40～+125 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 
（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称 ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の

劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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図4  パッケージ許容損失（基板実装時） 
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 電気的特性 

1. 検出遅延時間以外 

表6（1 / 2） 
（特記なき場合：Ta = 25°C）

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
測定

条件

測定

回路

検出電圧         

過充電検出電圧n VCUn 3.90 V～4.40 V, 調整可能 
VCUn 
−0.025

VCUn 
VCUn 
+0.025 

V 1 1 

VCL ≠ VCU 
VCLn 
−0.05

VCLn 
VCLn 
+0.05 

V 1 1 
過充電解除電圧n VCLn 3.80 V～4.40 V, 調整可能

VCL = VCU 
VCLn 

−0.025
VCLn 

VCLn 
+0.025 

V 1 1 

過放電検出電圧n VDLn 2.0 V～3.0 V, 調整可能 
VDLn 

−0.080
VDLn 

VDLn 
+0.080 

V 1 1 

VDL ≠ VDU 
VDUn 
−0.10

VDUn 
VDUn 
+0.10 

V 1 1 
過放電解除電圧n VDUn 2.0 V～3.40 V, 調整可能

VDL = VDU 
VDUn 
−0.08

VDUn 
VDUn 
+0.08 

V 1 1 

過電流検出電圧1 VIOV1 
0.05 V～0.30 V, 調整可能 
VDD基準 

VIOV1

−0.025
VIOV1

VIOV1 
+0.025 

V 2 1 

過電流検出電圧2 VIOV2 VDD基準 0.40 0.50 0.60 V 2 1 
過電流検出電圧3 VIOV3 VDD基準 0.9 1.2 1.5 V 2 1 
温度係数1*1 TCOE1 Ta = 0°C～50°C*3 −1.0 0 1.0 mV / °C ⎯ ⎯ 
温度係数2*2 TCOE2 Ta = 0°C～50°C*3 −0.5 0 0.5 mV / °C ⎯ ⎯ 
0 V電池への充電機能        
0 V電池充電開始充電器電圧 V0CHA 0 V電池充電機能「可能」 ⎯ 0.8 1.5 V 12 5 
0 V電池充電禁止電池電圧 V0INH 0 V電池充電機能「禁止」 0.4 0.7 1.1 V 12 5 
内部抵抗         
VMP－VDD間抵抗 RVMD V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V, VVMP = VSS 70 95 120 kΩ 6 2 
VMP－VSS間抵抗 RVMS V1 = V2 = V3*4 = 1.8 V, VVMP = VDD 450 900 1800 kΩ 6 2 
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表6（2 / 2） 

（特記なき場合：Ta = 25°C）

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
測定

条件

測定

回路

入力電圧         
VDD－VSS間動作電圧 VDSOP DOP, COP出力電圧確定 2 ⎯ 24 V ⎯ ⎯ 

CTL入力電圧“H” VCTLH ⎯ 
VDD 
−0.5 

⎯ ⎯ V 7 1 

CTL入力電圧“L” VCTLL ⎯ ⎯ ⎯ 
VSS 
+0.5 

V 7 1 

入力電流         
動作時消費電流 IOPE V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V ⎯ 14 28 μA 5 2 
パワーダウン時 
消費電流 

IPDN V1 = V2 = V3*4 = 1.5 V ⎯ ⎯ 0.1 μA 5 2 

VC1端子電流 IVC1 V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V −0.3 0 0.3 μA 9 3 
VC2端子電流 IVC2 V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V −0.3 0 0.3 μA 9 3 
CTL端子電流“H” ICTLH V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V, VCTL1 = VDD ⎯ ⎯ 0.1 μA 8 3 
CTL端子電流“L” ICTLL V1 = V2 = V3*4 = 3.5 V, VCTL1 = VSS −0.4 –0.2 ⎯ μA 8 3 
出力電流         
COP端子リーク電流 ICOH VCOP = 24 V ⎯ ⎯ 0.1 μA 10 4 
COP端子シンク電流 ICOL VCOP = VSS + 0.5 V 10 ⎯ ⎯ μA 10 4 
DOP端子ソース電流 IDOH VDOP = VDD − 0.5 V 10 ⎯ ⎯ μA 11 4 
DOP端子シンク電流 IDOL VDOP = VSS + 0.5 V 10 ⎯ ⎯ μA 11 4 
*1. 電圧温度係数1は、過充電検出電圧を示します。 
*2. 電圧温度係数2は、過電流検出電圧1を示します。 
*3. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。 
*4. S-8253Cシリーズは、2セル直列用バッテリー保護ICのためV3はありません。 
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2. 検出遅延時間 

（1） S-8253CAA、S-8253CAD、S-8253CAI、S-8253DAA、S-8253DAB、S-8253DAD、S-8253DAK 

表7 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
測定

条件

測定

回路

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.92 1.15 1.38 s 3 1 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 3 1 
過電流検出遅延時間1 tIOV1 － 7.2 9 10.8 ms 4 1 
過電流検出遅延時間2 tIOV2 － 3.6 4.5 5.4 ms 4 1 
過電流検出遅延時間3 tIOV3 － 220 300 380 μs 4 1 

 

（2） S-8253DAI 

表8 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
測定

条件

測定

回路

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.92 1.15 1.38 s 3 1 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 3 1 
過電流検出遅延時間1 tIOV1 － 3.6 4.5 5.4 ms 4 1 
過電流検出遅延時間2 tIOV2 － 0.89 1.1 1.4 ms 4 1 
過電流検出遅延時間3 tIOV3 － 220 300 380 μs 4 1 

 

（3） S-8253CAH 

表9 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
測定

条件

測定

回路

遅延時間（Ta = 25°C）         
過充電検出遅延時間 tCU － 0.92 1.15 1.38 s 3 1 
過放電検出遅延時間 tDL － 115 144 173 ms 3 1 
過電流検出遅延時間1 tIOV1 － 14.5 18 22 ms 4 1 
過電流検出遅延時間2 tIOV2 － 3.6 4.5 5.4 ms 4 1 
過電流検出遅延時間3 tIOV3 － 220 300 380 μs 4 1 
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 測定回路 

1. 過充電検出電圧1、過充電解除電圧1、過放電検出電圧1、過放電解除電圧1 
（測定条件1 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V、V5 = 0 V とし、

COP端子およびDOP端子が、“L”（VDD × 0.1 V以下の電圧）であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 

1. 1 過充電検出電圧1（VCU1）、過充電解除電圧1（VCL1） 

初期状態からV1の電圧を徐々に上げて行き、COP端子の電圧が“H”（VDD × 0.9 V以上の電圧）となるときのV1
の電圧が、過充電検出電圧1（VCU1）です。その後、V1の電圧を徐々に下げて行き、COP端子の電圧が“L”と
なるときのV1の電圧が過充電解除電圧1（VCL1）です。 

 
1. 2 過放電検出電圧1（VDL1）、過放電解除電圧1（VDU1） 

初期状態からV1の電圧を徐々に下げて行き、DOP端子の電圧が“H”となるときのV1の電圧が過放電検出電圧1
（VDL1）です。その後、V1の電圧を徐々に上げて行き、DOP端子の電圧が“L”となるときのV1の電圧が過放電

解除電圧1（VDU1）です。 
 

Vn（n = 2：S-8253Cシリーズ、n = 2、3：S-8253Dシリーズ）の電圧を変化させれば、過充電検出電圧（VCUn）、

過充電解除電圧（VCLn）、過放電検出電圧（VDLn）、および過放電解除電圧（VDUn）もn = 1の場合と同様に求め

ることができます。 
 

2. 過電流検出電圧1、過電流検出電圧2、過電流検出電圧3 
（測定条件2 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V、V5 = 0 V とし、

COP端子およびDOP端子が、“L”であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 

2. 1 過電流検出電圧1（VIOV1） 

初期状態からV5の電圧を徐々に上げて行き、COP端子およびDOP端子の電圧が“H”となるときのV5の電圧が

過電流検出電圧1（VIOV1）です。 
 

2. 2 過電流検出電圧2（VIOV2） 

初期状態からV5の電圧を瞬時に（10 μs以内）に上げることによってCOP端子およびDOP端子の電圧が“H”と
なり、その遅延時間が、過電流検出遅延時間2（tIOV2）の最小値から最大値の範囲にあるときのV5の電圧が過

電流検出電圧2（VIOV2）です。 
 

2. 3 過電流検出電圧3（VIOV3） 

初期状態からV5の電圧を瞬時に（10 μs以内）に上げることによってCOP端子およびDOP端子の電圧が“H”と
なり、その遅延時間が、過電流検出遅延時間3（tIOV3）の最小値から最大値の範囲にあるときのV5の電圧が過

電流検出電圧3（VIOV3）です。 
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3. 過充電検出遅延時間、過放電検出遅延時間 

（測定条件3 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V､ V5 = 0 V とし、

COP端子およびDOP端子が、“L”であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 

3. 1 過充電検出遅延時間（tCU） 

過充電検出遅延時間（tCU）は、初期状態からV1の電圧を過充電検出電圧1（VCU1）− 0.2 Vから瞬時（10 μs以
内）に過充電検出電圧1（VCU1）+0.2 Vに変化させてから、COP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間

です。 
 

3. 2 過放電検出遅延時間（tDL） 

過放電検出遅延時間（tDL）は、初期状態からV1の電圧を過放電検出電圧1（VDL1）+ 0.2 Vから瞬時（10 μs以
内）に過放電検出電圧1（VDL1）−0.2 Vに変化させてから、DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間

です。 
 

4. 過電流検出遅延時間1、過電流検出遅延時間2、過電流検出遅延時間3 
（測定条件4 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V、V5 = 0 V とし、

COP端子およびDOP端子が、“L”であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 
4. 1 過電流検出遅延時間1（tIOV1） 

過電流検出遅延時間1（tIOV1）は、初期状態からV5の電圧を0.35 Vに瞬時（10 μs以内）に変化させてから、

DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。 
 
4. 2 過電流検出遅延時間2（tIOV2） 

過電流検出遅延時間2（tIOV2）は、初期状態からV5の電圧を0.7 Vに瞬時（10 μs以内）に変化させてから、DOP
端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。 

 
4. 3 過電流検出遅延時間3（tIOV3） 

過電流検出遅延時間3（tIOV3）は、初期状態からV5の電圧を1.6 Vに瞬時（10 μs以内）に変化させてから、DOP
端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。 

 
5. 動作時消費電流、パワーダウン時消費電流 

（測定条件5 測定回路2） 

5. 1 動作時消費電流（IOPE） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、S1 = ON、S2 = OFFの
ときのVSS端子の電流（ISS）が、動作時消費電流（IOPE）です。 

 
5. 2 パワーダウン時消費電流（IPDN） 

V1 = V2 = 1.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 1.5 V（S-8253Dシリーズ）、S1 = OFF、S2 = ONの

ときのVSS端子の電流（ISS）が、パワーダウン時の消費電流（IPDN）です。 
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6. VMP－VDD間抵抗、VMP－VSS間抵抗 

（測定条件6 測定回路2） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、S1 = ON、S2 = OFFとしま

す（以下初期状態と記載）。 
 
6. 1 VMP－VDD間抵抗（RVMD） 

初期状態からS1 = OFF、S2 = ONに切り替えた後のVMP端子の電流（IVMD）を用いて求められます。 
S-8253Cシリーズ：RVMD = (V1 + V2) / IVMD 
S-8253Dシリーズ：RVMD = (V1 + V2 + V3) / IVMD 

 
6. 2 VMP－VSS間抵抗（RVMS） 

初期状態からV1 = V2 = 1.8 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 1.8 V（S-8253Dシリーズ）としたとき

のVMP端子の電流（IVMS）を用いて求められます。 
S-8253Cシリーズ：RVMS = (V1 + V2) / IVMS 

S-8253Dシリーズ：RVMS = (V1 + V2 + V3) / IVMS 
 

7. CTL端子入力電圧“H” 
（測定条件7 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V、V5 = 0 V とし、

COP端子およびDOP端子が、“L”であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 
7. 1 CTL入力電圧“H”（VCTLH） 

初期状態からV4の電圧を徐々に上げて行き、COP端子およびDOP端子の電圧が“H”となるときのV4の電圧が

CTL入力電圧“H”（VCTLH）です。 
 

8. CTL端子入力電圧“L” 
（測定条件7 測定回路1） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V4 = 0 V、V5 = 0.35 Vとし、

COP端子およびDOP端子が、“H”であることを確認します（以下初期状態と記載）。 
 
8. 1 CTL入力電圧“L”（VCTLL） 

初期状態からV4の電圧を徐々に上げて行き、COP端子およびDOP端子の電圧が“L”となるときのV4の電圧が

CTL入力電圧“L”（VCTLL）です。 
 

9. CTL端子電流“H”、CTL端子電流“L” 
（測定条件8 測定回路3） 

9. 1 CTL端子電流“H”（ICTLH）、CTL端子電流“L”（ICTLL） 

V1 = V2 = 3.5 V (S-8253Cシリーズ)､ V1 = V2 = V3 = 3.5 V (S-8253Dシリーズ)､ S3 = ON､ S4 = OFFとし、

このときCTL端子に流れる電流がCTL端子電流“H”（ICTLH）です。その後、S3 = OFF､ S4 = ONとしたときに

CTL端子に流れる電流がCTL端子電流“L”（ICTLL）です。 
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10. VC1、VC2端子電流 

（測定条件9 測定回路3） 

10. 1 VC1端子電流（IVC1）、VC2端子電流（IVC2） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、S3 = OFF、S4 = ONと

し、このときVC1端子に流れる電流がVC1端子電流（IVC1）です。同様にVC2端子に流れる電流（S-8253Dシ

リーズのみ）がVC2端子電流（IVC2）です。 
 
11. COP端子リーク電流、COP端子シンク電流 

（測定条件10 測定回路4） 

11. 1 COP端子リーク電流（ICOH) 

V1 = V2 = 12 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 8 V（S-8253Dシリーズ）、S6 = S7 = S8 = OFF、S5 = 
ONとしたときのCOP端子に流れる電流がCOP端子リーク電流（ICOH）です。 
 

11. 2 COP端子シンク電流（ICOL） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V6 = 0.5 V、S5 = S7 = S8 
= OFF、S6 = ONとしたときのCOP端子に流れる電流がCOP端子シンク電流（ICOL）です。 

 
12. DOP端子ソース電流、DOP端子シンク電流 

（測定条件11 測定回路4） 

12. 1 DOP端子ソース電流（IDOH） 

V1 = V2 = 1.8 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 1.8 V（S-8253Dシリーズ）、V7 = 0.5 V、S5 = S6 = S8 
= OFF、S7 = ONとしたときのDOP端子に流れる電流がDOP端子ソース電流（IDOH）です。 

 
12. 2 DOP端子シンク電流（IDOL） 

V1 = V2 = 3.5 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 3.5 V（S-8253Dシリーズ）、V8 = 0.5 V、S5 = S6 = S7 
= OFF、S8 = ONとしたときのDOP端子に流れる電流がDOP端子シンク電流（IDOL）です。 

 
13. 0 V電池充電開始充電器電圧（0 V電池充電機能「可能」の製品）、0 V充電禁止電池電圧（0 V電池

充電機能「禁止」の製品） 
（測定条件12 測定回路5） 

13. 1 0 V電池充電開始充電器電圧（V0CHA）（0 V電池充電機能「可能」の製品） 

V1 = V2 = 0 V（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = 0 V（S-8253Dシリーズ）、V9 = VVMP = V0CHA max.のと

き、COP端子の電圧はV0CHA max. − 1 Vより小さくなります。 
 

13. 2 0 V電池充電禁止電池電圧（V0INH）（0 V電池充電機能「禁止」の製品） 

V1 = V2 = V0INH min.（S-8253Cシリーズ）、V1 = V2 = V3 = V0INH min.（S-8253Dシリーズ）、V9 = VVMP = 24 
Vのとき、COP端子の電圧はVVMP − 1 Vより高くなります。 
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図8 測定回路4 
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 動作説明 

備考 「  バッテリ－保護ICの接続例」を参照してください。 
 
1. 通常状態 

すべての電池電圧がVDLnからVCUnの間にあり放電電流がある値より少ない（VMP端子電圧がVDD－VIOV1より高い）

場合、充電用FETおよび放電用FETはオンとなり、充放電は自由に行えます。この状態を通常状態といいます。 
 
注意 最初に電池を接続する際、放電可能状態でない場合があります。この場合、VMP端子とVDD端子をショー

トするか、あるいは充電器を接続すると通常状態に復帰します。 
 

2. 過充電状態 

ある電池の電圧がVCUnより高くなりこの状態がtCU以上続いた場合、COP端子はハイインピーダンスとなります。

COP端子は外付け抵抗によりEB+にプルアップされているので、充電用FETはオフし充電は停止します。これが

過充電状態です。過充電状態は次の2つの条件のうちの一方が満たされた場合、解除されます。 
（1）すべての電池電圧がVCLn以下となる。 
（2）すべての電池電圧がVCUn以下となり、かつVMP端子電圧がVDD－VIOV1以下になる（充電器を取り外し、

負荷が接続されて放電を開始した直後に、放電電流が充電用FETのボディーダイオードを通って流れる

ため、瞬間的にVMP端子電圧はVDD端子電圧から約0.6 V降下します。ICはこの電圧を検出して、過充電

状態を解除します）。 
 

3. 過放電状態 

ある電池の電圧がVDLnより低くなりこの状態がtDL以上続いた場合、DOP端子の電圧はVDDレベルとなり放電用

FETはオフし、放電は停止します。これが過放電状態です。過放電状態になったあと、S-8253C/Dシリーズは、

パワーダウン状態へ移行します。 
 

4. パワーダウン状態 

過放電状態となり放電が停止すると、IC内部のRVMS抵抗によってVMP端子がVSSにプルダウンされ、VMP端子電

圧がTyp. 0.8 V以下になると、S-8253C/Dシリーズはパワーダウン状態となります。パワーダウン状態では、ほと

んどすべての回路動作が停止し、消費電流はIPDN以下となります。各出力端子の状態は次のようになります。 
（1） COP端子：High-Z 
（2） DOP端子：VDD 
 

パワーダウン状態は次の条件が満たされると解除されます。 
（1）VMP端子電圧がTyp. 0.8 V以上になる。 

 
過放電状態の解除には次のニ通りの条件があります。 

（1） VMP端子電圧がTyp. 0.8 V以上でかつVMP端子電圧がVDDより低い場合、すべての電池電圧がVDUn以上

で解除する。 
（2）VMP端子電圧がTyp. 0.8 V以上でかつVMP端子電圧がVDD以上の場合、すべての電池電圧がVDLn以上で解

除する（充電器を接続しVMP端子電圧がVDD以上の場合は、過放電ヒステリシスを解除しVDLnで放電制

御用FETをオンします）。 
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5. 過電流状態 

S-8253C/Dシリーズは、3種類の過電流検出レベル（VIOV1、VIOV2およびVIOV3）およびそれぞれのレベルに対応す

る過電流検出遅延時間（tIOV1、tIOV2およびtIOV3）を有しています。放電電流がある値より大きく（VMP端子電圧と

VDD端子電圧との電圧差がVIOV1より大きく）なり、この状態がtIOV1以上続くとS-8253C/Dシリーズは過電流状態

に入ります。過電流状態ではDOP端子の電圧はVDDレベルとなり、放電用FETをオフし、放電を停止します。ま

た、COP端子はハイインピーダンスとなり、EB+端子の電位にプルアップされるので充電用FETはオフします。

VMP端子は、内部抵抗（RVMD）によりVDDにプルアップされます。過電流検出レベル2、3（VIOV2、VIOV3）および

過電流検出遅延時間2、3（tIOV2、tIOV3）に対する動作は、VIOV1およびtIOV1に対する動作と同様です。過電流状態

は次の条件が満たされると解除されます。 
（1）充電器接続または負荷開放によって、VMP端子電圧がVDD－VIOV1以上になる。 

 
注意 電池電圧や過電流検出電圧1の設定値によって、自動復帰可能インピーダンスが異なります。 

 
6. 0 V電池への充電機能 

自己放電した電池（0 V電池）の充電に関し、S-8253C/Dシリーズでは2つの機能のうちの一方を選択できます。 
（1）0 V電池の充電を許す（0 V電池の充電が可能）。 

充電器電圧がV0CHAより高い場合、0 V電池は充電されます。 
（2）0 V電池の充電を禁止する（0 V電池の充電は不可能）。 

電池電圧がV0INH以下である場合、充電は行われません。 
 
注意 VDD端子の電圧がVDSOPの最小値より低い場合、S-8253C/Dシリーズの動作は保証されません。 
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7. 遅延回路について 

下記の各種検出遅延時間は、約3.57 kHzのクロックをカウンターで分周して算出しています。 

（例） 発振器のクロック周期（TCLK） ：280 μs 
過充電検出遅延時間（tCU） ：1.15 s 
過放電検出遅延時間（tDL） ：144 ms 
過電流検出遅延時間1（tIOV1） ：9 ms 
過電流検出遅延時間2（tIOV2） ：4.5 ms 

 
備考 過電流検出遅延時間2（tIOV2）、過電流検出遅延時間3（tIOV3）の開始は、過電流検出電圧1（VIOV1）を検出

したときです。したがって、過電流検出電圧1（VIOV1）を検出してから、過電流検出遅延時間2（tIOV2）、

過電流検出遅延時間3（tIOV3）を越えて、過電流検出電圧2（VIOV2）、過電流検出電圧3（VIOV3）を検出し

た場合、それぞれ検出した時点から、tIOV2、tIOV3以内に放電制御用FETをオフします。 
 

 
VDD 

DOP 端子電圧 

VSS 

過電流検出遅延時間 2（tIOV2） 

VIOV1

Time 

VDD 

VMP 端子電圧 

VSS 
Time 

VIOV2
VIOV3

tD
0 ≦ tD ≦ tIOV2 

 

図10 
 
 

8. CTL端子について 

S-8253C/Dシリーズには、CTL端子（充放電制御とテスト時間短縮用端子）があります。CTL端子に入力した電

圧の“L”、“H”、“M” レベルによって、S-8253C/Dシリーズは通常動作状態、充放電禁止状態とテスト時間短縮状態

のいずれかの状態になります。CTL端子は電池保護回路に優先します。通常使用時は、VSSとショートしてくだ

さい。 

表10 CTL端子により設定される状態 

CTL端子電位 ICの状態 COP端子 DOP端子 
Open 充放電禁止状態 High-Z VDD 
High（VCTL≧VCTLH） 充放電禁止状態 High-Z VDD 
Middle（VCTLL＜VCTL＜VCTLH） 遅延時間短縮状態

*1 （
*2
） （

*2
） 

Low（VCTLL≧VCTL） 通常動作状態 （
*2
） （

*2
） 

*1. 遅延時間短縮状態では、過充電検出遅延時間のみが1 / 60～1 / 30に短縮されます。 
*2. 状態は電圧検出回路により制御されます。 

注意 1. CTL端子電位がMiddleの場合、過電流検出電圧1（VIOV1）は機能しません。 
2. CTL端子のMiddle電位を使用する場合は、弊社営業部まで詳細をお問い合わせください。 
3. 電源変動時において、外付けフィルタRVSS、CVSSにより、CTL端子のLowレベル入力電位とICのVSS電

位の間に電位差が生じ、誤動作を起こす場合がありますのでご注意ください。 
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 タイミングチャート 

1. 過充電検出、過放電検出 

 

(n = 1 ~ 3) 

VCUn 

VDUn 
VDLn 

VCLn 
電池電圧 
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COP 端子電圧 
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DOP 端子電圧 

VSS 

充電器接続 

負荷接続 

状態
*1 

過充電検出遅延時間 ( tCU ) 過放電検出遅延時間 ( tDL ) 

① ②   ① ④ ① 

VIOV1 

VSS 

VMP 端子電圧 

VDD 

VEB+ 

VEB+ 

VHC 

VHD 

High-Z 

0.8 V 

③
 

*1. ①：通常状態 
 ②：過充電状態 
 ③：過放電状態 
 ④：パワーダウン状態 
 
備考 定電流での充電を想定しています。VEB+は充電器の開放電圧を示します。 

図11 
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2. 過電流検出 
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② ① ② 

VIOV3 
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*1. ①：通常状態 
 ②：過電流状態 
 
備考 定電流での充電を想定しています。VEB+は充電器の開放電圧を示します。 

図12 
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 バッテリー保護ICの接続例 

1. S-8253Cシリーズ 
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2. S-8253Dシリーズ 
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表11 外付け部品定数 

No. 記号 代表値 範囲 単位 
1 RVC1 1 0.51～1*1 kΩ 
2 RVC2 1 0.51～1*1 kΩ 
3 RDOP 5.1 2～10 kΩ 
4 RCOP 1 0.1～1 MΩ 
5 RVMP 5.1 1～10 kΩ 
6 RCTL 1 1～100 kΩ 
7 RVSS 51 5.1～51*1 Ω 
8 CVC1 0.1 0.1～0.47*1 μF 
9 CVC2 0.1 0.1～0.47*1 μF 

10 CVSS 2.2 1～10*1 μF 
*1. RVSS×CVSS = 51 μF・Ω以上とし、RVC1×CVC1 = RVC2×CVC2 = RVSS×CVSS となるようにフ

ィルタ定数を設定してください。 
 
注意 1. 上記定数は、予告なく変更することがあります。 

2. 上記接続例以外の回路においては動作確認されておりません。また、上記接続例および定数は、動作を保証

するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。 
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 注意事項 

・IC内での損失がパッケージの許容損失を越えないように、入出力電圧、負荷電流の使用条件に注意してください。 

・電池の接続順番は特に問いませんが、電池を接続した際に放電できない場合があります。この場合はVMP端子と

VDD端子をショートするか、もしくは充電器を接続すると通常状態に復帰します。 

・本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないよ

うにしてください。 

・弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当

ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。 
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 諸特性データ（Typicalデータ） 

1. 消費電流 

1. 1 IOPE－VDD 
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1. 2 IOPE－Ta 
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1. 3 IPDN－VDD 
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1. 4 IPDN－Ta 
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2. 過充電検出／解除電圧、過放電検出／解除電圧、過電流検出電圧、および各遅延時間（S-8253CAA、

S-8253DAA） 

2. 1 VCU－Ta 2. 2 VCL－Ta 
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2. 3 VDU－Ta 2. 4 VDL－Ta 
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2. 7 VIOV1－VDD 2. 8 VIOV1－Ta 
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2. 9 VIOV2－VDD 2. 10 VIOV2－Ta 
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2. 11 VIOV3－VDD 2. 12 VIOV3－Ta 
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2. 13 tIOV1－VDD 2. 14 tIOV1－Ta 
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2. 15 tIOV2－VDD 2. 16 tIOV2－Ta 
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2. 17 tIOV3－VDD 2. 18 tIOV3－Ta 
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3. COP / DOP端子（S-8253CAA、S-8253DAA） 

3. 1 ICOH－VCOP 3. 2 ICOL－VCOP 
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● 本資料の内容は、製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。 
● 本資料に記載されている図面等の第三者の工業所有権に起因する諸問題については弊社はその責任を負いかねます。 
 また、応用回路例は製品の代表的な応用を説明するものであり、量産設計を保証するものではありません。 
● 本資料に掲載されている製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（又は役務）に該当する場合は、同法に

基づく日本国政府の輸出許可が必要です。 
● 本資料の内容を弊社に断ることなしに、記載または、複製など他の目的で使用することは堅くお断りします。 
● 本資料に記載されている製品は、弊社の書面による許可なくしては、健康機器、医療機器、防災機器、ガス関連機器、

車両機器、航空機器、及び車載機器等、人体に影響を及ぼす機器または装置の部品として使用することはできません。 
● 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障や誤動作する場合があります。故障や

誤動作により、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設

計などの安全設計に十分ご留意ください。 
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